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При изготовлении приборных структур на основе  фоточувствительного материала CdхHg1-хTe (КРТ) для пассивации поверхности используют широкозонные слои и/или слои CdTe, которые в методе молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) в ростовой камере одновременно с ростом слоев КРТ. 
Выращивание гетероэпитаксиальных структур (ГЭС) КРТ МЛЭ и слоев CdTe проводилось на СВВ установке “Обь-М” на подложках (013)GaAs с in situ эллипсометрическим контролем состава и толщины растущего слоя. Структуры с фоточувствительным слоем состава рабочего слоя Х=0,200,23 и толщиной  6-8 мкм имели широкозонные варизонные слои на гетерогранице с подложкой CdTe/ZnTe/GaAs и на поверхности толщиной 0,5-1,5 мкм. 
Электрофизические параметры структур ГЭС КРТ МЛЭ без слоя CdTe при 80 К имели концентрация электронов, подвижность и время жизни неосновных носителей заряда (25)1014 см-3, более 8104 см2В/с и 5-8 мкс, соответственно, после выдержки в потоке ртути в камере роста.  
Время выдержки ГЭС КРТ МЛЭ перед ростом слоя CdTe влияет на электрофизические параметры структуры.  Уменьшение времени выдержки приводит к уменьшению концентрации электронов и времени жизни.
 Нанесение слоя CdTe после выращивания структур без остановки технологического процесса приводит к уменьшению в 5-8 раз концентрации электронов, а время жизни неосновных носителей заряда уменьшается более чем на порядок. Термический отжиг ГЭС КРТ МЛЭ в атмосфере ртути со слоем CdTe не приводит к конверсии электронного в дырочный тип проводимости.
После удаления слоя CdTe и термического отжига ГЭС КРТ МЛЭ в атмосфере ртути концентрация электронов и время жизни неосновных носителей заряда составляют (2-5)×1014см-3 и 4-10 мкс при 80 К, соответственно, что совпадает с параметрами ГЭС КРТ МЛЭ полученными после выдержки в потоке ртути в камере роста.
Таким образом показано, что слой CdTe создает барьер для диффузии ртути, как в объем, так и из объема пленки ГЭС КРТ МЛЭ.







